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《改性氧化硅基发光材料及其发光机》

前言

　　当今世界科学技术突飞猛进，知识经济飞速发展，以经济和科技为基础的综合国力的竞争日趋激
烈。而科技的竞争、经济的竞争乃至综合国力的竞争，归根结底是人才的竞争。面对新的形势、新的
要求，党中央先后作出了实施“科教兴国”、“人才强国”战略和走自主创新道路，建设创新型国家
的重大决策。胡锦涛同志在党的十七大报告中又提出，建设人力资源强国和创新型国家是我国全面夺
取建设小康社会新胜利的两大新目标。高等学校是国家创新体系的重要组成部分，肩负着培养自主创
新型人才的历史使命。研究生教育处于高等教育的最高层次，是国家培养高层次创新型人才的主要渠
道。研究生，特别是博士研究生的科研工作，一般处于本学科的前沿，具有一定的创造性。为鼓励广
大研究生，特别是博士研究生选择具有重大意义的科技前沿课题进行研究，进一步提高研究生的创新
意识、创新精神、创新能力，激励、调动我校博士研究生及其指导教师进一步重视提高博士学位论文
质量和争创优秀博士学位论文的主动性和积极性，展示我校博士研究生的学术水平，为他们的尽快成
才搭建平台，学校经过精心策划，编辑出版了《斛兵博士文丛》。
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内容概要

《改性氧化硅基发光材料及其发光机理研究》首先采用溶胶-凝胶法制备了未掺杂的纳米SiO2，对不同
温度、气氛下热处理后材料的光致发光性能进行了研究。实验结果表明，较低热处理温度下未掺杂纳
米SiO2中主要存在发光峰值位于344nm紫外发光，而经高温下H2气氛中热处理的纳米SiO2在385nm
和400nm处存在强烈发光，并在长波方向存在一系列发光峰。在稳定溶胶一凝胶法制备纳米SiO2的基
础上，通过化学掺杂手段制备Cu2+和ce3+离子掺杂的纳米SiO2，分析了掺杂纳米SiO2的光吸收和光致
发光性能。不同的Cu2+和Ce3+离子掺杂浓度可显著改变344nm紫外发光峰的强度，较低的掺杂浓度可
增强发光，较高的掺杂浓度则降低发光强度甚至产生发光淬灭。除了344nm发光外，Ce3+离子掺杂纳
米SiO2中还存在低温热处理条件下的355nm发光带和高温热处理条件下的450nm宽带发光，这两个发光
带皆起源于处于不同微结构中的Ce3+离子的5d-4f电子跃迁。
SiO2具有良好的化学稳定性和热稳定性，与硅半导体材料良好的界面结合，在催化剂载体、介质层材
料以及硅基光电子材料等领域具有广泛的应用。进一步研究光学性能，发现SiO2中存在着多种具有强
紫外吸收及良好发光性能的光活性缺陷中心，这使得SiO2在光学领域具有良好的应用前景。通过阳离
子掺杂及阴离子修饰可获得具有良好发光性能的氧化硅基发光材料，对其发光机理的研究不仅具有重
要的理论意义，而且具有重要的应用价值。
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作者简介
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章节摘录

　　第1章　绪论　　1.1　新材料发展概况　　材料是人类社会征服自然和改造自然，赖以生存和发
展的物质基础，是人类社会发展的重要里程碑。在人类即将进入知识经济的新时代，材料与能源、信
息并列为现代科学技术的三大支柱，其作用和意义显得尤为重要。20世纪80年代以来。一场以高技术
为中心的新技术革命在欧美地区和日本等国兴起，并迅速波及世界各国和地区，而新型材料被认为是
新技术革命的主要标志之一。　　新材料在发展高技术、改造和提升传统产业、增强综合国力和国防
实力方面起着重要的作用，世界各发达国家都非常重视信息材料、新能源材料、生物医用材料、纳米
材料与技术、超导材料与技术等新材料的发展。我国正在积极跟踪世界高新技术革命的进程，制定了
“863”高新技术发展规划，并把新材料定为我国高新技术规划的7个主要研究领域之一，“973计划”
进一步把新材料作为重点研究项目，这必将对我国科学技术的进步和国民经济的发展以及综合国力的
提高起到极其重要的作用。
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编辑推荐

　　《改性氧化硅基发光材料及其发光机理研究》首先采用溶胶-凝胶法制备了未掺杂的纳米SiO2，对
不同温度、气氛下热处理后材料的光致发光性能进行了研究。
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精彩短评

1、比较理论基础，适合有一定基础的参考
2、写得不错，内容也比较丰富
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